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摘要(译)

提供透反像素结构。透反像素结构包括有源器件，存储电容器，透明电
极和第一反射电极。存储电容器包括底部电极，浮动电极和上部电极。
上电极设置在底电极和浮动电极上方并电连接到有源器件。透明电极与
上电极电连接。第一反射电极电连接到浮动电极并与透明电极电绝缘。
如上所述，透反像素结构可以改善具有单个单元间隙的透反液晶显示面
板的图像质量。
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